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[57]申請專利範圍
1.　一種太陽能電池，包括：一光伏層，具有一第一表面與一第二表面；一第一電極層，配
置於該光伏層的該第一表面上並具有至少一間隙，其中該至少一間隙暴露部分該光伏

層；一第二電極層，配置於該光伏層的該第二表面上；一絕緣層，位於該至少一間隙所

暴露出的該光伏層上並具有多個孔洞，其中該些孔洞暴露部分該光伏層；以及一透光導

電層，覆蓋該絕緣層並與該第一電極層連接，且該透光導電層透過至少部分該些孔洞而

與該光伏層連接。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之太陽能電池，其中該光伏層包括一 P型半導體層以及一 N
型半導體層。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之太陽能電池，其中該第一電極層與該第二電極層的材質包
括一金屬。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之太陽能電池，其中該絕緣層為一透光材質。
5.　如申請專利範圍第 4項所述之太陽能電池，其中該絕緣層包括二氧化矽或碳化矽。
6.　如申請專利範圍第 1項所述之太陽能電池，其中該些孔洞為不規則形狀。
7.　如申請專利範圍第 6項所述之太陽能電池，其中該些孔洞的孔徑實質上介於 5nm ～ 50nm
之間。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之太陽能電池，其中該些孔洞呈現不規則排列。
9.　如申請專利範圍第 1項所述之太陽能電池，其中該透光導電層為金屬材質時，該透光導
電層的厚度實質上介於 5nm ～ 500nm之間。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之太陽能電池，其中該透光導電層具有多個開口，以暴露出
部分該絕緣層。
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11.   如申請專利範圍第 1項所述之太陽能電池，其中該透光導電層的材質包括一透明導電氧
化物。

12.   如申請專利範圍第 1項所述之太陽能電池，其中該透光導電層包括多條奈米線。
13.   一種太陽能電池的製造方法，包括：提供一光伏層，其中該光伏層具有一第一表面與一

第二表面；形成一電極材料層於該光伏層的該第一表面上；於該電極材料層上形成至少

一間隙，其中該至少一間隙暴露部分該光伏層；於該光伏層的該第二表面上形成一電

極；於該些間隙所暴露出的該光伏層上形成一絕緣層並於該絕緣層上形成多個暴露部分

該光伏層的孔洞；以及於該絕緣層上形成一透光導電層，且該透光導電層與該第一電極

層連接並透過至少部分該些孔洞而與該光伏層連接。

14.   如申請專利範圍第 13項所述之太陽能電池的製造方法，其中提供該光伏層的方法包括：
提供一半導體基材；對該半導體基材進行一離子摻雜製程或一沈積製程以形成該光伏

層，其中該光伏層包括一第一型半導體層與一第二型半導體層，且該第一型半導體層的

表面為該光伏層的該第一表面，而該第二型半導體層的表面為該光伏層的該第二表面。

15.   如申請專利範圍第 14項所述之太陽能電池的製造方法，其中該第一型半導體層為 P型半
導體層時，該第二型半導體層為 N型半導體層，而該第一型半導體層為 N型半導體層
時，該第二型半導體層為 P型半導體層。

16.   如申請專利範圍第 13項所述之太陽能電池的製造方法，其中形成該絕緣層的方法包括物
理氣相快速沈積或化學氣相快速沈積。

17.   如申請專利範圍第 16項所述之太陽能電池的製造方法，其中形成該絕緣層的沈積速率實
質上介於 30nm/min ～ 100nm/min之間。

18.   如申請專利範圍第 13項所述之太陽能電池的製造方法，其中形成該絕緣層的方法包括將
一含有氫原子的該絕緣層進行一熱處理製程，以使該絕緣層中的氫原子釋出而形成該些

孔洞。

19.   如申請專利範圍第 13項所述之太陽能電池的製造方法，其中形成該絕緣層的方法包括於
該絕緣層上進行一電漿製程，以於該絕緣層上形成該些孔洞。

20.   如申請專利範圍第 13項所述之太陽能電池的製造方法，其中形成該透光導電層的方法包
括有化學氣相沈積法(CVD)或物理氣相沈積法(PVD)。

21.   如申請專利範圍第 13項所述之太陽能電池的製造方法，其中該透光導電層為金屬材質
時，該透光導電層的厚度實質上介於 5nm ～ 500nm之間。

22.   如申請專利範圍第 21項所述之太陽能電池的製造方法，更包括於該透光導電層上形成多
個暴露出部分該絕緣層的開口。

23.   如申請專利範圍第 13項所述之太陽能電池的製造方法，其中該透光導電層的材質包括一
透明導電氧化物。

圖式簡單說明

圖 1A為本發明一實施例之太陽能電池的局部示意圖。
圖 1B為沿圖 1A之 AA’線所繪示之太陽能電池的剖面示意圖。
圖 1C則為圖 1A之太陽能電池的俯視示意圖。
圖 2A為本發明另一實施例之太陽能電池的俯視示意圖。
圖 2B為沿圖 2A之 BB’線所繪示之太陽能電池的剖面示意圖。
圖 3A ～圖 3E為圖 1B所繪示之太陽能電池的製作流程圖。
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